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Introducere

Domeniul UV al spectrului optic este caracterizat prin subdomeniul UV-A 400-320 nm, UV-B 320-280 nm, UV-C 280-200
nm, care corespund domeniilor bactericide, fapt ce are o importanta majora in detectarea si dozimetria radiatiei optice la tratamentul
antibacterian. Este cunoscut fotoreceptorul de radiatie (UV) in baza structurii cu p-n-jonctiune Al,Ga, ,N/GaN [1,2]. Compusul
Al,Ga, N este un material semiconductor cu banda interzisa larga de 3,4 eV — 6,2 eV si tranzitii directe ce corespunde absorbtiei
radiatiei UV in domeniul 365 nm — 200 nm. Curentul de intunerec al fotodiodei constituie marimea de = 108 A la tensiunea inversa
de 60 V. Sensibilitatea spectrald maxima a fotodiodei constituie 10" A/W in domeniul spectral 308-380 nm. Neajunsul acestui tip de
fotoreceptor constd in tehnologia costisitoare de obtinere a structurii de bazd GaN/Al,Ga, N prin metoda depunerii la 1050°C din
componente metalorganice. Noutatea inventiei noastre constd in depunerea din solutii chimice sol-gel prin pulverizare din aerosoli
sau prin spin coating pe suporturi de Si a unui film de absorbtie cu compozitia Zn, Mg, O [3] cu valoare lui x din diapazonul 0-0.8,
totodatd, deasupra filmului de absorbtie este depus un film transparent de Zn, Mg, O cu valoarea x, care asigurd o banda
energetica mai mare cu cel putin 0.1 eV fata de cea a filmului de absorbtie.

Procedeul de obtinere a)

Tehnologia de depunere din aerosoli si spin coating sunt unele dintre cele mai ieftine si simple metode
pentru depunerea filmelor oxidice (a). Temperatura solutiei precursoare in timpul procesului de depunere H
este de 25 °C, in timp ce temperatura substratului este mentinuta la 500 °C. Viteza de depunere a solutiei )
precursoare este de 0.33 ml/min, iar timpul de depunere 15 minute. Pentru a obtine filmele subtiri Zn,_
Mg O/p-Si cu diferite concentratii de Mg, solutia chimica care contine zinc si magneziu, s-a obtinut prin
dizolvarea in etanol a acetatului de zinc dehidrat si a acetatului de magneziu tetrahidrat (0.35M). \m

b) Procedeul Experimantal
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Mﬂl Zno.6sMgo350 / ZnoesMgossO / p-Si / Al | Fotoraspunsul detectorului confectionat in baza structurii cu
stratul Zn; ¢sMg 150/ Zn, sMg, 550/p-Si, supus polarizarii inverse
si directe de 5 V, a fost excitat cu o putere de 63 mW (c).
Fotoraspunsul in domeniul IR al spectrului optic lipseste, iar in
domeniul vizibil al spectrului este neesential. Fotoraspunsul
- maxim este situat in domeniul UV al spectrului. Performanta
p - Si (100) fotodetectoarelor este caracterizati prin determinarea valorilor
fotoraspunsului (R) si a detectivitatii (D).

I c) | = 2ny 35M8.150 / Zng 55sMgy 550 / p-Si
Structura fotoreceptorului ce contine suportul de Si cu 0.0025 uv
conductibilitate de tipul p, filme oxidice de Zn, g Mg, 50 si 7] Polarizare Polarizare
Zn Mg, 5s0, ce formeazd un gradient al benzii interzise, R inversd (V) directi (5V)
bariera Schottky Ag-Zn, ;sMg, 550 si contactul ohmic Al-p-Si, g gi;ifgf\/w gjﬁ?onltA/W
reprezintd imaginea (b). Utilizarea stratului Zn, ;sMg; ;50 cu z em*Hz!2W-1 em*Hz! 2W-1
banda energeticd mai mare fatd de stratul de absorbtie, joaca é L0919
rolul de fereastra optica. Stratul de absorbtie a radiatiei este — vis
protejat de stratul fereastra ce duce la diminuarea starilor de IR
suprafata a stratului absorbant, micsorand astfel pierderile in ooooo| T
urma recombindrii purtatorilor de sarcind si respectiv la 0 100 200 300 400 500
majorarea fotocurentului. Tiine (5)
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